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Formelzeichen, Konstanten und Abkürzungen

Formelzeichen Bezeichnung

A Fläche einer Photodiode

B Bandbreite einer Photodiode

CS Sperrschichtkapazität

d Dicke der i-Schicht einer Photodiode

D Diffusionskonstante

f Frequenz, allgemein

fD Datenfrequenz

fT Taktfrequenz

FF Füllfaktor

I Strom, allgemein

<i²Rausch> Mittlerer quadratischer Rauschstrom

<i²Schrot> Mittlerer quadratischer Rauschstrom des Schrotrauschens

<i²Signal> Mittlerer quadratischer Signalstrom

<i²therm> Mittlerer quadratischer Rauschstrom des thermischen Rau-

schens

iPh Von einer Photodiode generierter Photostrom

ID Drainstrom

Imax Strom bei der maximalen Leistungsabgabe einer photovol-

taischen Zelle

Iopt Optische Intensität

IPD Photostrom einer Detektorphotodiode

IPVZ Von dem PVZ-Array bereitgestellter Strom

Isc Kurzschlussstrom

L Diffusionslänge

l Gate-Länge eines nmos-Transistors

m Geradensteigung, allgemein

n, n r( )
ρ

Isotroper Brechungsindex, allgemein

Popt Optische Leistung
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r Abstand des Signal- und Energieempfängers von der Augen-

drehachse

RR Widerstand, durch den der Rauschstrom fließt

RL Lastwiderstand

RP Parallelwiderstand

RS Serienwiderstand

S/N Signal/Rausch-Verhältnis

SNR Signal/Rausch-Verhältnis als Pegelmaß

t Zeit, allgemein

tA Antwortzeit einer Photodiode

tDiff Diffusionszeiten von Ladungsträgern, die außerhalb der

Raumladungszone einer Photodiode erzeugt werden

tDrift Ladungsträgerdriftzeit durch die Raumladungszone einer

Photodiode

tRC RC-Zeitkonstante

T Temperatur, allgemein

TÜ Transmission des Übertragungsmediums

U Spannung, allgemein

UDS Drain-Source-Spannung

ULD Spannung über dem Präzisionswiderstand R der Sender-

schaltung

Umax Spannung bei der maximalen Leistungsabgabe einer photo-

voltaischen Zelle

Uoc Leerlaufspannung

UPVZ Von dem PVZ-Array bereitgestellte Spannung

Uvar Betriebsspannung der Senderschaltung

V(z) Optische Vergrößerung, allgemein

vDrift Driftgeschwindigkeit

w0 , w(z) Fleckradius

w0,5 Halbwertsradius

w Gate-Weite eines nmos-Transistors

x Ortskoordinate, allgemein

x Als Indizierung: Aluminiumgehalt

y Ortskoordinate, allgemein
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z Ortskoordinate, allgemein

zR Rayleigh-Länge

∆ν Relevantes Frequenzintervall für die Berechnung von

Rauschströmen

ε Dielektrizitätszahl

η Wirkungsgrad, allgemein

λ Wellenlänge, allgemein

µ Beweglichkeit

ϕ Augendrehwinkel

θ Divergenzwinkel

Konstanten Bezeichnung

e Elementarladung

k Boltzmann-Konstante

ε0 Dielektrizitätskonstante

Abkürzungen Bezeichnung

AC Alternating Current

AMD Altersbedingte Makuladegeneration

ASIC Application Specific Integrated Circuit

BMBF Bundesministerium für Bildung und Forschung

CAD Computer Aided Design

CMOS Complementary Metal Oxide Semiconductor

DC Direct Current
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DIL Dual In Line

EDFA Erbium Doped Fibre Amplifier

EE Empfangselektronik

FC Fibre Connector

FhG-IAF Fraunhofer-Institut für Angewandte Festkörperphysik

FhG-IMS Fraunhofer-Institut für Mikroelektronische Schaltungen und

Systeme

FhG-IBMT Fraunhofer-Institut für Biomedizinische Technik

FPGA Field Programmable Gate Array

GND Masse (Ground)

IOL Intraokulare Linse

IR Infrarot

IrDA Infrared Data Association

LAN Local Area Network

LD Laserdiode

MAN Metropolitan Area Network

MBE Molecular Beam Epitaxy

MOS Metal Oxide Semiconductor

MPD Monitorphotodiode

PD Photodiode

PVZ Photovoltaische Zelle

RE Retina-Encoder

RP Retinitis Pigmentosa

RS Retina-Stimulator

RWTH Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule

S&E-E Signal- und Energieempfänger

SMD Surface Mounted Device

SPICE Simulation Program with Integrated Circuit Emphasis

StE Stimulationselektronik

TTL Transistor-Transistor-Logik

UHV Ultrahochvakuum

UV Ultraviolett

VDD Versorgungsspannung

WAN Wide Area Network
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